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Diagramma dei livelli di energia per uno ione d! in campo ottaedrico
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Spettro di assorbimento elettronico del complesso d* [Ti(OH,)¢]*"
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Diagramma di correlazione di Orgel per ioni dt, d* (h.s.), d® (h.s.) e d°
In campo ottaedrico (debole) e tetraedrico
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La molteplicita di spin dipende dalla configurazione elettronica



Parametri di Racah
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Diagramma di correlazione di Orgel per ioni d?, d3, d’ e d® (tutti h.s.)
In campo ottaedrico e tetraedrico
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Le 3 bande di assorbimento per complessi d® h.s.

8-
(@]

'jg [Ni(OH,)J**

on 4 .

5

=

2

=

20 -

S

= § — .

5 [Ni(NH,)J**
o

p=

0 | | | T T
10 000 15 000 20 000 25000 30 000

o/cm™!




Diagramma di correlazione di Orgel per ioni d?, d3, d’ e d® (tutti h.s.)
In campo ottaedrico e tetraedrico
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La molteplicita di spin dipende dalla configurazione elettronica



Dipendenza della separazione di energia fra 1 termini in funzione di Ag
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Diagramma di Tanabe-Sugano per la configurazione d2 in campo ottaedrico
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Diagramma di Tanabe-Sugano per la configurazione d® in campo ottaedrico
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Diagramma di Tanabe-Sugano per la configurazione d* in campo ottaedrico



Effetto nefelauxetico

Metal ion k Ligands h
Co(I1I) 0.35 6 Br 2.3
Rh(III) 0.28 6 Cl 2.0
Co(II) 0.24 6 [CN] 2.0
Fe(11I) 0.24 3en 1.5
Cr(I1I) 0.21 6 NH; 1.4
Ni(IT) 0.12 6 H,O 1
Mn(II) 0.07 6 F

B = % rapporto nefelauxetico (< 1)



